La lunga tradizione di IMM nello studio dei materiali a cambiamento di fase: dalla sintesi alle applicazioni
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I materiali a cambiamento di fase (PCM) mostrano una combinazione unica di proprietà che fino ad oggi si trovano solo in una gamma limitata di materiali generalmente contenenti antimonio e/o tellurio. In questo seminario presenterò gli aspetti fondamentali della ricerca sui materiali a cambiamento di fase concentrandomi in particolare sulla struttura, le proprietà e le applicazioni dei PCM. Dopo l'introduzione delle proprietà di base, mi soffermerò sui contributi dati da IMM l campo delle PCM. Nell’ultima parte del seminario presenterò gli ultimi risultati ottenuti nell’ambito di una cooperazione interna IMM.
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